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N-kuyulu 0.35um CMOS teknolojisi kullanilarak simetrik c¢ikigli bir akim islemsel
kuvvetlendiricisi tasarlanacaktir. Devre blok olarak Sekil-1’de gosterilmistir.
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Sekil-1. Simetrik ¢ikigh akim islemsel kuvvetlendiricisi
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seklindedir. Bu bagintilarda K acik cevrim akim kazancidir; Vine, Vine Imve, Imn-
biiyiikliikleri giris u¢lariin, Vo., Vo- lo+, Io- biiyiikliikleri de ¢ikis u¢larinin gerilim ve
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ozellikler asagida belirtilmistir.

Acik Cevrim Akim Kazanci > 80 dB
Birim Kazanc¢ Band Genisligi > 50 MHz
Giris direnci < 1kQ

Cikis direnci > 10MQ
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teknolojisi ile gerceklestiriniz. Bunun icin :

a- Uygun bir devre topolojisi seciniz. Devredeki tranzistorlarin boyutlarini ve
kutuplama akimlarim belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla devrenin

b- DC gecis karakteristigini ¢ikartimiz; Io+= f(Iiv+-Iin-), Io -= f(Tiv+-IiN-).
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Acik cevrim frekans egrisini {io+/(iin+-iin-), io-/(im+-iin-)} kompanzasyonsuz
durumda cikartarak kutuplar: belirleyiniz.

d- Acik cevrim frekans egrisi tek kutuplu diisme gosterecek bicimde devreyi
kompanze ediniz. Devrenin kararliligini inceleyiniz.

Cikislara farkh degerlerde yiikler baglayarak Vo+ = f(In+-Iin-), Vo -= f(Iin+-Tin-)
degisimlerini,

f- giris ve cikis uclarindan igeriye dogru bakildiginda goriilen empedanslarin
frekansla degisimini

inceleyiniz.

g- Akim islemsel kuvvetlendiricisi devresinin basarim parametrelerini (giris
dengesizlik akimi, dinamik araligi, band genisligi, u¢ emp. vb) ayrica bir tablo
halinde veriniz.

h- Elde ettiginiz sonuclar1 yorumlayiniz.
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